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CuGaSe2 monokristalının adi halda ölçülən Volt-Amper xarakteristikasında alınan maksimum γ-şüalanmadan sonra düz 

xəttə çevrilmişdir. Düz xətt (plata adlanır) ətalətli  r- aşqar mərkəzlərinin  γ-şüalanmadan sonra tam boşaldığını ifadə edir. Bu 
isə xarici təsirdən sonra qeyri-əsas yükdaşıyıcıların ardığını göstərir. 
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İkiqat analoqlarından fərqli olaraq, üçqat birləş-
mələrin fiziki xassələrinin, böyük enerji  və temperatur 
intervalını əhatə etməsi, həmin maddələrə  marağın art-
masına səbəb olmusdur. Ümumi formulası AIBIIIC2

VI  
şəklində ifadə olunan birləşmələrdən biri də CuGaSe2 
monokristaldır. Alınması texnologiyası və sabit elek-
trik sahəsinin obyektə təsiri tərəfimizdən öyrənilmisdir 
[1]. 

Yeni məqalədə isə ϒ- radiasiyanın CuGaSe2 mo-
nokristalının  volt-amper xarakteristikasına təsirindən 
sonra yaranan, nöqtəvi defektlərin keçiricilikdəki rolu-
nun  öyrənilmisdir. Mövzunun aktuallığı: ZnSe mono-
kristalının üçqat analoqu olan CuGaSe2 az öyrənilmiş-
dir. Bu isə monokristalın alınmasının texnoloji çətinli-
yindən irəli gəlir. Düşünürük ki, obyektin fundamental  
şəkildə öyrənilməsinə ehtiyac duyulur, çünki tətbiq im-
kanları çox genişdir. Məsələnin qoyuluşu: ϒ-radiasiya-
dan sonra meydana çıxan ionlaşmanın, keçiriliyə təsi-
rinin, yaranan nöqtəvi defektlər hesabına olduğunun 
təcrübi olaraq mümkünlüyünü izah etməkdir [2]. Və  bu 
parametrlərin düzgün təyin olunması hesabına, elektron 
cihazların keyfiyyətli və rəqabətə davamlı olacağını 
göstərmək mümkün olmuşdur. 

 
Təcrübənin aparılması:  
 

Ölçmələr otaq temperaturunda aparılmışdır. ϒ-
radiyasiyanın bir neçə dozada  təsirindən sonra təcrü-
bələr təkrar olunmusdur. Birinci şəkildən (1) göründü-
yü kimi, ilkin spektrdə cərəyanın artımı müşahidə olu-
nur, sahənin artmasına mütənasib olaraq hər 10 voltdan 
bir cərəyanın qiyməti mikrovoltnanoampermetrlə qeyd  
olunmuşdur. Sonra isə enerjisi 1,25  MeV olan ϒ- 
radiasiyanın bir neçə dozasından sonra təcrübə davam 
etdirilmişdir.Alınan nəticələrin müzakirəsi: Təcrübənin 
ϒ- şüalarının təsirindən sonra təkrar olunması, yaranan 
defektlərin keçiriciliyə təsirinin aydınlaşdırılmasında 
ən asan yol olduğu qənaətindəyik. Yarımkeçiricilərdə 
yükdaşınmasının mexanizmini izah etmek üçün qada-
ğan olunmuş zonanın mərkəzindəki aşqar mərkəzləri-
nin özlərini rekombinasiya mərkəzi kimi apardığını nə-
zərə almaq lazımdır. Bəzi hallarda sərhəddə mövcud 
olan potensial çuxur nəzəriyyəsi tətbiq etmək daha əl-

verişlidir. Bu yolla qeyri-əsas yükdaşıyıcıların artma-
sını izah edə bilərik. Atomun elektronu və ya deşiyi 
udması nəticəsində, elektronların (deşiklərin) konsen-
trasiyası arta, və ya azala bilər. Biz bunu spektrdə sahə-
nin  maksimal qiymətinin 50 Volta qədərki qiymətində 
müşahidə edirik. (1 şəkil əyri 1). ϒ- radiasiyanın təsi-
rindən sonra bu simmetriyanın pozulduğunu görürrük 
(1 şəkil əyri 2).  
 

 
Şəkil 1. CuGaSe2 monokristalının Volt –Amper xarak- 
             teristikasına  γ-şüalarının təsiri. 1-ilkin spektr,  
             2-γ-şüasının təsirindən sonra. 
 
Monokristala 128,4 qrey doza verdikdən sonra, 

çəkilən spektrdə platanın yaranması müşahidə edirik. 
Bizə görə, bu artım ionlaşmadan sonra qeyri-əsas yük-
daşıyıcıların konsentrasiyasının artması hesabına ol-
muşdur. Gərginliyin 50-300V aralığındakı qiymətlərin-
də spektr düz xəttə çevrimiş və  sabit qalmışdır.  ϒ- ra-
diasiyadan sonra baş verən  ionlaşma hesabına atomun 
ilkin və sonrası enerjisi arasında fərq yarandığı üçün, 
nöqtəvi defektlər əmələ gəlir və rekombinasiya prose-
sində iştirak edirlər. İonlaşmadan sonrakı vəziyyətdə 
əgər  atom,  laylar  arasında yerləşərsə bir, düyün nöqtə-
lərində yerləşərsə digər enerjiyə malik olur. Ona görə 
də, atomun aktivliyi müxtəlif  olur. Məsələn, əgər atom 
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laylar arasında yerləşərsə dərin donor defekti  yarınmış 
olur, əgər düyün  nöqtələrində yerləşərsə kiçik akseptor 
defekti yaranmış olur. Sonra isə atomun donor tipli de-
fektdən, akseptor tipli defektə sıçraması bir deşiyin zəbt 
olunması ilə müşahidə olunur. Bu isə r-akseptor mərkə-
zinin aktivləşməsinə səbəb olur. Bununla da, defektin 
özünü akseptor mərkəzi kimi aparması və rekombina-
siya prosesində iştirak etməsi, cərəyanın güclənməsini 
təmin etmiş olur. Biz (1 ikinci əyri)  şəkildə qeyri-əsas 
yükdaşıyıcıların doyması halını müşahidə edirik. Bu 
doyma Komton elektronları hesabına baş verir. Elek-
tronların sürəti böyük olduğundan, həmin elektronlar 
rekombinasiyada iştirak etmir, sürətləri, yürüklükləri 
böyük olduğu üçün, onlar əks elektroda daha tez çatır-
lar, ona görə də, biz doymanı müşahidə edirik. Həmin 

səbəbdəndir ki, elektrik sahəsinin 50-300 V intervalın-
da, xətti forma aldığının şahidi oluruq.  

Yekun nəticə:  
 
ϒ-radiasiyanın təsirindən sonra ionlaşma baş ve-

rir. Donor, akseptor mərkəzləri yaranır. Atomların do-
nor mərkəzlərdən, akseptor mərkəzlərə keçməsi ilə, 
silsilə şəklində elektron və deşiklərin əmələ gəlməsi 
baş verir. Bu hadisə isə keçiriciliyin kəskin artmasına 
səbəb olur. Alınan təcrübədən belə qənaətə gəlirik ki, 
yarımkeçiricilərdə defektlərin idarə olunması kimi mü-
hüm bir nəticəni əldə etmiş oluruq ki, onun əsasında 
elektron cihazqayırmada istifadə oluna biləcək, əsas 
parametr kimi, tədbiq imkanlarını genişləndirmiş olu-
ruq.   
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VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS OF CuGaSe2 
MONO-CRYSTAL HAS BEEN STUDIED EXPERIMENTALLY 

 
After  γ- radiations  influence of be ionized to conductivity  determined. 
It was clear that, the price of the point defects resulting from increased activation of conductivity. 

    
  


